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Лазерная модификация свойств полупроводников AIIBVI, в частности 
CdTe и CdSe, представляют большой интерес в связи с применением их 
при создании различного рода детекторов, оптоэлектронных устройств, 
солнечных элементов. В настоящей работе проведено численное модели
рование динамики фазовых переходов в полупроводниках AIIBVI, иници
ируемых наносекундным излучением рубинового лазера. В связи с тем, 
что значения физических параметров расплавов соединений AIIBVI изу
чены недостаточно и, в частности, нет данных о температурных зависи
мостях коэффициентов теплопроводности k(T) расплавов, то для их 
определения были использованы экспериментальные данные по элек
тропроводности [1]. Так для CdTe, согласно соотношению Видемана- 
Франца, была получена зависимость в виде

^ = 2-10-5T (2.3 - 3.5-10-3T +1.52 -10-6 T2).

Численное моделирование проводилось на основе одномерного уравне
ния теплопроводности. Получены временные зависимости температуры 
поверхности и глубины распространения расплава, а также зависимости 
пиковой температуры, максимальной глубины плавления и времени су
ществования расплава от плотности энергии лазерного излучения в диа-

л
пазоне от 0.1 до 0.4 Дж/см . Расчетные значения времени существования 
расплава CdTe от плотности энергии находятся в удовлетворительном со
гласии с экспериментальными данными [2]. Показано, что фронт плавле
ния движется со скоростью «7 м/с, а фронт кристаллизации «1 м/с. Ве
личина пороговой плотности энергии, необходимой для плавления тел-

л
лурида кадмия, составила «0.1 Дж/см .
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